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TaC가 코팅된 도가니와 다공성 흑연판이 반절연 SiC 단결정에 미치는 영향
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Abs t r act :      
높은 비저항을 갖는 반절연 SiC 기판은 전기적 특성 및 열전도율이 우수하며 GaN에 기반이 되는 고주파 소자 제조에 가장 적합한 소재이다. 반절연 SiC 단결정 성장에서 바

나듐의 결합 거동은 균일한 전기적 성능을 가진 SiC 기판을 얻는데 중요하다. 바나듐은 전기적 보상을 위해 SiC 내에서 deep donor 또는 deep acceptor로 작용한다. 바나듐

이 도핑된 반절연 SiC 결정에서 여전히 품질 개선과 전체적으로 균일한 전기적 특성이 필요하다.

이 연구는 반절연 SiC 단결정 성장에서 품질향상을 위해 TaC가 코팅된 도가니를 이용하여 porous graphite(PG) plate의 효과를 알아보기 위한 실험이 진행되었다. TaC가 코

팅된 도가니는 일반 graphite 도가니보다 SiC 결정 성장에서 외부 불순물 혼입을 막아주는 효과가 있으며 PG Plate는 원료로 사용되는 SiC powder 자체에서 발생되는 불순

물을 막아주는 효과와 도가니 내부의 온도 구배를 균일하게 해주는 효과가 있는 것으로 알려져 있다. [1].

총 두가지의 성장 방법에서 하나는 TaC가 코팅된 도가니 내부에 vanadium carbide(VC) powder가 포함된 PG 캡슐만 넣어 성장을 진행하였으며, 다른 하나는 SiC powder 바

로 위에 PG plate를 올려서 성장을 진행하였다. PG plate 이외에 나머지 성장 변수는 동일하며 seed로는 2인치 크기의 6H-SiC에서 Si 면(0001)으로 사용하였고 성장 조건으

로는 Ar 가스 분위기에서 압력은 5torr로 유지하여 온도는 약 2300℃ 범위에서 진행하였다. 그 결과, UV-VIS 흡수 스펙트럼을 통해 바나듐의 V3+, V4+의 유무를 확인하였고,

SIMS 분석을 통해 성장된 웨이퍼의 불순물과 바나듐 농도를 확인하였으며, XRD로 상분석과 결정성을 확인하였고, COREMA 장비를 통해 wafer의 비저항을 측정하였다.
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